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บทคัดย่อ 

บทความนี้ศึกษาการใช้สัญญาณเสียงในการตรวจสอบสมบัติทาง
กายภาพของควอนตัมดอทสำหรับการพัฒนาใช้งานในอุปกรณ์ควอนตัมเชิง
แสงขั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทความนี้ศึกษาผลกระทบของขนาดของ
ควอนตัมดอทเจอร์เมเนียมที ่มีต่อคุณลักษณะการกระเจิงแสงและการ
ดูดกลืนแสง โดยใช้วิธีเชิงตัวเลขผลต่างสืบเนื่องเชิงเวลาในการแก้สมการ
แมกซ์เวลล์ การจำลองด้วยคอมพิวเตอร์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า  
ความสามารถในการดูดกลืนแสงและการกระเจิงของแสงสำหรับอนุภาค
ควอนตัมดอทเจอร์เมเนียมที่เรียงตัวกันเป็นแนวเส้นตรง จะเพิ่มขึ้นแบบ
ทวีคูณตามขนาดของอนุภาคควอนตัมดอท โดยผลการจำลองแสดงให้เห็น
ว่าอนุภาคควอนตัมดอทเจอร์เมเนียมมีความสามารถในการดูดกลืนแสง
มากกว่าความสามารถในการกระเจิงแสง นอกจากนี้ วิธีการจำกัดสมาชิก
ถูกใช้เพื ่อศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้โหมดการสั ่นของอนุภาค
ควอนตัมดอทเพื ่อแยกแยะความแตกต่างของขนาดและระยะห่างของ
ควอนตัมดอทในระดับนาโนเมตร ผลการจำลองแสดงให้เห็นว่า ความถี่
เฉพาะของการสั่นขึ้นอยู่กับขนาดควอนตัมดอทมากกว่าระยะห่างระหว่าง
กัน 

คำสำคัญ: ควอนตัมดอทเจอร์เมเนียม วิธีเชิงตัวเลขผลต่างสืบเนื่องเชิงเวลา
สมบัติการกระเจิงแสงและการดูดกลืนแสง  

Abstract 
This paper explores the potential use of acoustic signals to 

monitor the physical properties of quantum dots, aiming to 
support the development of advanced optical quantum 
devices. Particularly, it investigates the influence of the size of 
germanium (Ge) quantum dots (QDs) on their light scattering and 
absorption characteristics using the Finite-Difference Time-
Domain (FDTD) method to solve Maxwell's equations. Computer 
simulations indicate that, for linearly aligned Ge QD particles, 
both absorption and scattering abilities increase exponentially 
with the QD size. In addition, the simulation results reveal that 
the absorption ability is greater than the scattering ability. 

Moreover, the Finite Element Method (FEM) is employed to 
investigate the potential use of vibrational modes in 
differentiating variations in the sizes and spacing of QD at the 
nanometer scale. Simulation results show that the 
eigenfrequency of the vibrational mode is influenced more by 
the QD size than their spacing. 

Keywords:   Germanium quantum dots, Finite-Difference Time-
Domain (FDTD) Method, scattering and absorption properties 

1. บนนำ 
ควอนตัมดอท (quantum dots, QDs) มีความน่าสนใจสำหรับการ

ใช ้ ง าน ในอ ุปกรณ์ โฟ โตวอลตาอ ิ ค  (photovoltaic)  และออปโต
อิเล็กทรอนิกส์ (optoelectronic) รวมถึงตัวจับแสง (photodetectors) 
ได โ อด เปล ่ ง แส ง  ( light emitting diodes)  เ ล เ ซอ ร ์  ( laser)  และ
โฟโตทรานซิสเตอร์  (phototransistors) เน ื ่องจากควอนตัมดอทมี
ความสามารถในการปรับสเปกตรัมของแสงได้  [1] โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ซิลิกอน (silicon) และเจอร์เมเนียม (germanium) ควอนตัมดอทมีความ
น่าสนใจอย่างมากเนื่องจากการเข้ากันได้กับเทคโนโลยีซิลิกอน [2,3] ทั้งนี้ 
เจอร์เมเนียมมีข้อได้เปรียบมากกว่าซิลิกอนสำหรับอุปกรณ์ควอนตัมดอท 
เช่น อุณหภูมิในการสังเคราะห์ที่ต่ำกว่า [4] รัศมีโบร ์(Bohr radius) ที่ใหญ่
กว่าซึ ่งทำให้ก ักขังควอนตัมได้ด ีกว่า [5] นอกจากนี้ ตัวจับแสงที ่ใช้
ควอนตัมดอทเจอร์เมเนียม (Germanium quantum dots, Ge QDs) 
สามารถครอบคลุมสเปกตรัมท ี ่กว ้างต ั ้ งแต ่ความยาวคล ื ่นในช ่วง
อัลตราไวโอเลตไปจนถึงอินฟราเรด [6] และมีประสิทธิภาพการดูดกลืนแสง
ที ่มากกว่า [7] โดยเป็นที ่น่าสนใจว่าขนาดของควอนตัมดอทมีบทบาท
สำคัญต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ และโฟโตวอล
ตาอิค [6-9] ดังนั้นความสามารถในการตรวจสอบขนาดของควอนตัมดอท
จึงเป็นประเด็นสำคัญหนึ่งในการพัฒนาอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์จาก
วัสดุควอนตัมดอท โดยการปลูกโครงสร้างควอนตัมดอทที่สามารถควบคุม
ขนาดและตำแหน่งได้อย่างเป็นระเบียบถือเป็นหนึ่งในงานวิจัยที่สำคัญ [10] 

การตรวจสอบคุณลักษณะของวัสดุโดยใช้สัญญาณเสียงที่มีความถี่
สอดคล้องกับขนาดทางกายภาพเป็นเทคนิคที่ได้รับการยอมรับสำหรบัการ
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ตรวจสอบลักษณะของวัสดุและโครงสร้างที ่พบในธรณีฟิสิกส์ การผลิต
อาหาร และการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ [11] ในปีค.ศ. 2000 ได้มีการ
รายงานผลการกระเจิงแบบรามาน (Raman scattering) บนควอนตัมดอท
เจอร์เมเนียม ซึ่งพบว่าโฟนอนถูกจำกัดในควอนตัมดอทเจอร์เมเนียม และ
พบว่าโฟนอนอะคูสติก หรือโฟนอนโหมดเสียง (acoustic phonons) จะมี
ความถี่เฉพาะของการสั่นที่แปรตามขนาดของควอนตัมดอทและผลของ
ความเครียด (strain effects) [12]  ในปัจจุบัน การตรวจวัดสถานะการ
ชาร์จ และความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่ สามารถหาได้จากค่าความถี่เฉพาะ
ของการสั่น (Eigenfrequency) ของวัสดุที่ถูกกระตุ้นด้วยสัญญาณเสียง 
โดยค่าความถี่เฉพาะของการสั่น จะแปรผกผันกับ เวลาการเดินทางของ
คลื่นเสียง (Time of flight) [13] นอกจากนี้ ความถี่เฉพาะของการสั่นยัง
สามารถวัดค่าคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุได้ เช่น ความแข็ง (stiffness) [11] 

เพื่อศึกษาศักยภาพการใช้สัญญาณเสียงในการตรวจสอบคุณลักษณะ
ทางกายภาพของควอนตัมดอทสำหรับการใช้งานในอุปกรณ์ควอนตัมเชิง
แสงขั้นสูง บทความนี้จึงศึกษาสมบัติการกระเจิงแสงและการดูดกลืนแสง
ของอนุภาคควอนตัมดอทเจอร์เมเนียมในแผ่นรองซิลิกอนโดยอาศัยวิธีเชิง
ต ัวเลขผลต ่างส ืบเนื ่องเช ิงเวลา (Finite-Difference Time-Domain, 
FDTD) ซึ่งเป็นการแก้สมการแมกซ์เวลล์โดยตรง โดยพิจารณาพารามิเตอร์
สำคัญ 2 ตัวแปรคือ กำลังการกระเจิงแสง (scattering power) และกำลัง
การดูดกลืนแสง (absorption power) โดยศึกษากรณีที่ควอนตัมดอทมี
ขนาด 1.5, 2, 5, 7.5, และ 10 นาโนเมตร และศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
ความถี่เฉพาะของการสั่น เมื่อขนาดของควอนตัมดอทและระยะระหว่าง
ควอนตัมดอท มีค่าเปลี ่ยนไปด้วยวิธ ีจำกัดสมาชิก (Finite Element 
Method, FEM) 

2. การจำลองระบบควอนตัมดอท 

 
รูปที่ 1 วธิี 3D-FDTD ในการจำลอง Ge-QDs เมื่อขนาดของ Ge-QDs เป็น 
1.5, 2, 5, 7.5, และ 10 นาโนเมตร ระยะห่างระหว่าง Ge-QDs เป็น 10 

นาโนเมตร 
 

งานวิจัยนี้นำวิธีเชิงตัวเลขผลต่างสืบเนื่องเชิงเวลาแบบสามมิติ (3D-
FDTD) มาใช้ในการจำลอง โดยรูปที่ 1 แสดงวิธีเชิงตัวเลขผลต่างสืบเนื่อง
เชิงเวลาแบบสามมิติของอนุภาคควอนตัมดอทเจอร์เมเนียม (Ge-QDs) ใน
แผ่นรองซิลิกอน โดยที่เงื่อนไขขอบเขตแบบชั้นแมตช์สมบูรณ์ (perfectly 
matched layer: PML) [14] จะเป็นเงื่อนไขขอบเขตของการคำนวณใน
แบบจำลอง แหล่งกำเนิดแสงแบบสนามรวมและสนามการกระเจิง (Total-
Field Scattered-Field) ที่ความยาวคลื่นแสง 300 นาโนเมตร โดยทำการ
ยิงคลื่นแสงออกมาเป็นระนาบคลื่น ซึ่งจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วนคือ 
พื ้นที ่สนามรวม (total field region: TFR) และ พื ้นที ่สนามกระเจิง 

(scattering field region: SFR) ในพ ื ้นท ี ่สนามรวมจะม ีท ั ้ งพล ังงาน
แม่เหล็กไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดและพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่ถูกกระเจิง 
ขณะที่พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่ถูกกระเจิงจะถูกคำนวณในพื้นที่สนาม
กระเจิง [15]  

ในส่วนของควอนตัมดอท บทความนี ้เลือกศึกษาควอนตัมดอท
เจอร์เมเนียมในแผ่นรองซิลิกอน ซ่ึงมีดัชนีหักเหเชิงซ้อนขึ้นอยู่กับความยาว
คลื่นแสง [16] โดยกำหนดให้ควอนตัมดอทเจอร์เมเนียมมีรูปร่างเป็นทรง
กลมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1.5, 2, 5, 7.5 และ 10 นาโนเมตร 
ตามลำดับ กำหนดให้ความยาวคลื่นแสงที่ใช้ในการคำนวณแบบจำลองนี้
เป็น 300 นาโนเมตร และให้ระยะหว่างควอนตัมดอทเท่ากับ 10 นาโน
เมตร ผลการคำนวณกำลังการกระเจิงแสงและกำลังการดูดซับแสง หาได้
จากสมการ (1) และ (2) [17]  

sca sca inc
P C P=  (1) 

abs abs inc
P C P=  (2) 

เมื่อ  
sca
C   คือพื้นที่หน้าตัดการกระเจิงแสง (หน่วยเป็นตารางเมตร) 

       
abs
C  คือพื้นที่หน้าตัดการดูดกลืนแสง (หน่วยเป็นตารางเมตร) 

       
sca
P   คือกำลังของการกระเจิงแสง (หน่วยเป็นวัตต์) 

       
abs
P   คือกำลังของการดูดกลืนแสง (หน่วยเป็นวัตต์)  

       
inc
P   คือความเข้มของแสงที่ตกกระทบอนุภาค (หน่วยเป็นวัตต์ต่อ

ตารางเมตร) 

 
รูปที่ 2 แบบจำลองการสั่นของ Ge-QDs ด้วยวิธี FEM เพื่อคำนวณความถี่
เฉพาะของการสั่น เมื่อ (ก) ขนาดของ Ge-QDs เป็น 1.5, 2, 5, 7.5, และ 
10 นาโมเมตร ระยะห่างระหว่าง Ge-QDs เป็น10 นาโนเมตร (ข) ขนาด

ของ Ge-QDs เป็น 5 นาโนเมตร ระยะห่างระหวา่ง Ge-QDs เป็น 3, 5, 6, 
7.5, 8.5, 10, 12, 14 นาโมเมตร 

 

วิธีการจำกัดสมาชิก (FEM) [18] ถูกนำมาใช้ตรวจสอบความเป็นไป
ได้สำหรับการตรวจสอบโหมดการสั่นของอนุภาคควอนตัมดอทที่จัดเรียง
กันด้วยมาตราส่วนระดับนาโนเมตร เนื่องจากแรงดันการแผ่รังสีของแสง
และแรงอิเล็กโทรสตริกทีฟที่เกิดจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของแสงกระทำ
ต่ออนุภาคควอนตัมดอท [16] รูปที่ 2 แสดงแบบจำลองการสั่นของอนุภาค
ควอนตัมดอท กรณีที่หนึ่ง กำหนดให้ควอนตัมดอทเจอร์เมเนียมมีขนาด
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เป ็น 1.5, 2, 5, 7.5, และ 10 นาโนเมตร และให ้ระยะห ่างระหว ่าง
ควอนตัมดอทเจอร์เมเนียมเท่ากับ 10 นาโนเมตร เพื่อดูผลการเปลี่ยนแปลง
ขนาดของควอนตัมดอทเจอร์เมเนียมต่อความถี่เฉพาะของการสั่น กรณีที่
สอง กำหนดให้ขนาดของควอนตัมดอทเจอร์เมเนียมเท่ากับ 5 นาโนเมตร 
และให้ระยะห่างระหว่างควอนตัมดอทเป็น 3, 5, 6, 7.5, 8.5, 10, 12, 14 
นาโมเมตร เมื่อยิงลำแสงเข้าไปในวัสดุไดอิเล็กตริก แสงจะทำปฏิกิริยากับ
วัสดุโดยที่แรงดันจากการแผ่รังสีจะกระทำที่ขอบของวัสดุไดอิเล็กตริก เมื่อ
แสงผ่านตัววัสดุจะเกิดการเหนี่ยวนำไดโพลในวัสดุไดอิเล็กตริก และทำให้
ค่าความหนาแน่นของโพลาไรเซชันเปลี่ยนไป เกิดการบีบอัด ซึ่งส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าสภาพยอมของสนามไฟฟ้า ซึ่งก็คือ พลังงานแสงนี้
ก่อให้เกิดผลเทียบเท่ากับงานเชิงกลที่ทำโดยแรงบางอย่าง ซ่ึงเรียกว่าแรงอิ
เล็กโทรสตริกทีฟ แรงเหล่านี้ทำให้วัสดุไดอิเล็กตริกเกิดการสั่น  จากนั้น จะ
คำนวณผลทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของแสงด้วยสมการแมกซ์เวลล์เพื่อหา
แรงดันจากการแผ่รังสีของแสงและแรงอิเล็กโทรสตริกทีฟที ่เป็นแรงที่
กระทำต่อวัสดุก่อน จากนั้นนำค่าของแรงทั้งสองมาใช้ประกอบการแก้
สมการที่ (3) เพื่อคำนวณหาความถี่ได้จากสมการที่ (4) [18]   

( ) ( ) ( )
( )

2

eff
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, , ,

m m

F z t
q z t q z t q z t
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+ +  =  (3) 

2 eff

eff
m

k

m
 =  (4) 

โดยที่ 
 q  คือ การกระจัด (หน่วยเป็นเมตร) 

m
   คือ ความกว้างของบริยยวง (หน่วยเป็นเรเดียนต่อวินาที)   

m
  คือ ความถี่เชิงมุม (หน่วยเป็นเรเดียนต่อวินาที) 

eff
m  คือ มวลประสิทธ ิผลต่อหน่วยความยาว (หน่วยเป็น

กิโลกรัมต่อเมตร) 

eff
k  คือ ค่าความแข็งประสิทธิผลต่อหน่วยความยาว (หน่วย

เป็นนิวตันต่อตารางเมตร) 

( ),F z t  คือ แรงดันการแผ่รังสีของแสงและแรงอิเล็กโทรสตริกทีฟ
ที่กระทำทั้งหมดต่อหน่วยความยาว (หน่วยเป็นนิวตัน
ต่อเมตร) 

3. ผลการจำลองระบบและการอภิปรายผล  
ผลการศึกษาสมบัติการดูดกลืนแสงและการกระเจิงแสงของอนุภาค

ควอนตัมดอทเจอร์เมเนียมเป็นดังแสดงในรูปที่ 3 (ก) และ (ข) โดยพบว่าค่า
กำลังของการดูดกลืนแสง และกำลังของการกระเจิงแสง มีค่าเพิ่มขึ้นแบบ
ทว ีค ูณหร ือแบบเอกซ ์ โปเนนเช ียล ตามขนาดของควอนต ัมดอท
เจอร์เมเนียมที่เพิ่มขึ้น สังเกตได้ว่ากำลังการดูดกลืนแสงมีค่ามากกว่ากำลัง

การกระเจิงแสงเป็นอย่างมาก ( )abs sca
P P  นั ่นแสดงว่าอนุภาค

ควอนตัมดอทเจอร์เมเนียมมีความสามารถในการดูดกลืนแสงมากกว่า
ความสามารถในการกระเจิงแสง ซ่ึงเหมาะสมสำหรับการใช้งานในอุปกรณ์
ควอนตัมเชิงแสงที่ต้องอาศัยการดูดซึมแสง เช่น ตัวจับแสง โดยที่อนุภาค

ควอนตัมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจะมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของค่ากำลังการ
ดูดกลืนแสง 
 

 
รูปที่ 3 (ก) กำลังของการดูดกลืนแสง และ (ข) กำลังของการกระเจิงแสง
ของอนุภาค Ge-QDs เมื่อขนาดของ Ge-QDs เป็น 1.5, 2, 5, 7.5, และ 

10 นาโนเมตร ระยะห่างระหว่าง Ge-QDs เป็น 10 นาโนเมตร 

ความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มขึ ้นของขนาดอนุภาคควอนตัมดอท
เจอร์เมเนียมในแผ่นรองซิลิกอนกับความถี่เฉพาะของการสั่น แสดงดังรูปที่ 
4 สังเกตได้ว่าความถี่เฉพาะของการสั่นจะลดลงเมื่ออนุภาคควอนตัมดอท
เจอร์เมเนียมมีขนาดเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ คลื่นเสียงส่วนใหญ่จะถูกกักขังไว้ใน
อนุภาคควอนตัมดอทเนื ่องจากเจอร์เมเนียมมีค่ายังมอดูลัส  (Young’s  
modulus) ที่ต่ำกว่าซิลิกอน แต่มีค่าความหนาแน่นที ่มากกว่าซิลิกอน 
ค่าความถี่เฉพาะของการสั ่นจะมีค่าสูงที่สุดเมื ่ออนุภาคควอนตัมดอทมี
ขนาดเล็กเป็น 2 นาโนเมตร เนื่องจากอนุภาคควอนตัมดอทที่มีขนาดเล็กจะ
กักขังโฟนอนได้ดีกว่า 

 
รูปที่ 4 ผลการศึกษาขนาดของ Ge-QDs ต่อความถี่เฉพาะของการสั่น เมื่อ 
Ge-QDs มีขนาดเป็น 1.5, 2, 5, 7.5, และ 10 นาโนเมตร และระยะห่าง

ระหว่าง Ge-QDs เป็น 10 นาโนเมตร 

ผลการศึกษาระยะห่างระหว่างอนุภาคควอนตัมดอทเจอร์เมเนยีมต่อ
ความถี่เฉพาะของการสั่นโดยที่อนุภาคควอนตัมดอทมีขนาดเท่ากับ 5 นา
โนเมตร และมีระยะห่างระหว่างควอนตัมดอทเป็น 3, 5, 6, 7.5, 8.5, 10, 
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12, และ 14 นาโนเมตร โดยมีความยาวคลื่นแสงเป็น 300 นาโนเมตร 
แสดงดังรูปที่ 5 จะสังเกตได้ว่าเมื่อระยะห่างระหว่างแต่ละควอนตัมดอท
เพิ่มขึ้นจาก 5 เป็น 14 นาโนเมตร จะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อความถี่
เฉพาะของการสั่น ดังนั้นความถี่เฉพาะของการสั่นจะสามารถตรวจวัดการ
เปลี่ยนแปลงขนาดของควอนตัมดอทได้ดีกว่าการตรวจวัดระยะห่างระหวา่ง
ควอนตัมดอท 

 

 
รูปที่ 5 ผลการศึกษาระยะห่างของ Ge-QDs ต่อความถี่เฉพาะของการสั่น 

เมื่อ Ge-QDs มีขนาดเป็น 5 นาโนเมตร 

4. สรุป 
บทความนี้ศึกษาผลกระทบของขนาดของกลุ่มอนุภาคควอนตัมดอท

เจอร์เมเนียมที่มีต่อสมบัติการกระเจิงและการดูดกลืนแสงโดยใช้วิธีเชิง
ตัวเลขผลต่างสืบเนื ่องเชิงเวลาแบบสามมิติ (3D-FDTD) ในการคำนวณ
สมบัติการกระเจิงและการดูดกลืนของแสงของอนุภาคควอนตัมดอท
เจอร์เมเนียมในแผ่นรองซิลิกอน ผลการจำลองแสดงให้เห็นว่าเมื่ออนุภาค
ควอนตัมดอทเจอร์เมเนียมที่เรียงตัวกันเป็นแนวเส้นตรง มีขนาดที่เพิ่มขึ้น
จะทำให้กำลังการดูดกลืนแสงและการกระเจิงแสงเพิ ่มขึ ้นแบบทวีคูณ 
อย่างไรก็ดี กำลังการดูดกลืนแสงของอนุภาคควอนตัมดอทเจอร์เมเนียมมี
ค่าสูงกว่ากำลังในการกระเจิงแสงอยู่มาก จึงทำให้สรุปได้ว ่าอนุภาค
ควอนตัมดอทเจอร์เมเนียมมีความสามารถในการดูดกลืนแสงมากกว่า
ความสามารถในการกระเจิงแสง นอกจากนี้ การศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการเพิ่มขึ้นของขนาดอนุภาคควอนตัมดอทเจอร์เมเนียมในแผ่นรอง
ซิลิกอนกับความถี ่เฉพาะของการสั ่น เมื ่อระยะห่างระหว่างอนุภาค
ควอนตัมดอทมีค ่าคงที ่  แสดงให้เห ็นว ่าเม ื ่ออนุภาคควอนตัมดอท
เจอร์เมเนียมมีขนาดเพิ่มขึ้น ความถี่เฉพาะของการสั่นจะมีแนวโน้มลดลง 
อย่างไรก็ตาม เมื่อกำหนดให้ขนาดของอนุภาคควอนตัมดอทคงที่  พบว่า
การเพิ ่มระยะห่างระหว่างควอนตัมดอทจะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อ
ความถี่เฉพาะของการสั่น โดยเฉพาะเมื่อระยะห่างเป็น 5 นาโนเมตรขึ้นไป
จนถึง 14 นาโนเมตร ดังนั้นความถี่เฉพาะของการสั่นสามารถใช้ตรวจจับ
การเปลี่ยนแปลงขนาดของควอนตัมดอทได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า
การตรวจวัดระยะห่างระหว่างควอนตัมดอท ผลการศึกษานี้จึงแสดงให้เห็น
ถึงศักยภาพของการใช้สัญญาณเสียงในการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพ
ของควอนตัมดอทสำหรับการพัฒนาใช้งานในอุปกรณ์ควอนตัมเชิงแสงขั้น

สูง ที่มีสมบัติขึ้นกับขนาดของควอนตัมดอทได้ เช่น ตัวจับแสง ซึ่งมีค่าการ
ดูดซึมแสงที่ขึ้นกับขนาดของควอนตัมดอทเป็นอย่างมาก 
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ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู ่ในระดับปริญญาเอกที ่ภาควิชาฟิส ิกส์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความสนใจในการทำวิจัยด้านโฟ

โตนิกส์และออฟติคอลโมดูเลเตอร์แบบดูดกลืนแสง และไลดาร์ (LiDAR) 
นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย จบการศึกษาระดับปริญญา
เอกด ้ า นก ารประมวลผลส ัญญาณ ภาคว ิ ชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อิมพี
เรียลคอลเลจ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อปีพ.ศ.
2544 ป ัจจ ุบ ัน เป ็นอาจารย ์ประจำท ี ่ ภาคว ิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ มีความสนใจในการทำวิจัย
เกี่ยวกับเทคนิคการลดเสียงรบกวนเพื่อเพิ่มคุณภาพเสียงพูดในระบบการ
สื่อสารทางเสียง และมีความเชี่ยวชาญด้านการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล  

ปพิชญา ชัยสกุล  ปัจจุบันเป็นรองศาสตราจารย์       
ณ  ภ า ค ว ิ ช า ฟ ิ ส ิ ก ส ์  ค ณ ะ ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับ
ปร ิญญาเอกสาขาฟ ิส ิกส ์จาก Université Paris-
Saclay (Université Paris-Sud) ประ เทศฝร ั ่ ง เศส 

ปริญญาโทสาขาฟิสิกส์ประยุกต์จาก École Normale supérieure Paris-
Saclay (École Normale supérieure de Cachan) ป ร ิ ญ ญ า โ ทและ
ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ร่วม
เขียนบทความทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการตัดสินมากกว่า 70 เร่ือง ในด้าน
วงจรรวมทางแสง (Photonic integrated circuits)  


